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Разработка новых фоточувствительных материалов для солнечных батарей представляет большой интерес в связи с развитием альтернативных источников энергии. В качестве сенсибилизатора могут выступать квантовые точки. Объекты обладают высокими коэффициентами экстинкции, устойчивы к фотодеградации и обладают высокой стабильностью. Соединяя нанокристаллы различных размеров (варьирование длины волны максимального поглощения) в одну структуру, можно получить солнечную батарею, эффективно поглощающую во всей области солнечного спектра. 
Цель работы состояла в синтезе нанокристаллов CdSe с узким распределением по размерам, изучении кинетики роста наночастиц в зависимости от температуры синтеза, исследование возможности получения фоточувствительных материалов и солнечных элементов с использованием квантовых точек в качестве фотосенсибилизаторов.
Синтез нанокристаллов СdSe проведен в высококипящем неполярном растворителе. Был исследован температурный интервал от 180​0 до 2400 С. Для исследования процессов роста проведен пробоотбор небольших количеств реакционной смеси. Пробы разбавлялись гексаном и регистрировались спектры поглощения в диапазоне 400-800 нм. Для анализа экспериментальных результатов определялось спектральное положение и оптическая плотность первого максимума поглощения. С использованием литературных калибровок были получены данные о среднем размере наночастиц, их количестве и степени полидисперсности. 

Установлены следующие тенденции. Размер наночастиц монотонно увеличивается в ходе синтеза. Размер наночастиц возрастает при увеличении температуры синтеза. Число наночастиц на первом этапе увеличивается, потом в пределах погрешности пробоотбора остается постоянным. Продолжительность этапа (нуклеация), на котором наблюдается увеличение числа наночастиц уменьшается при увеличении температуры синтеза.   
Для создания фоточувствительных материалов квантовые точки вводились в полупроводниковую проводящую матрицу. В качестве матрицы использовался ультрадисперсная керамика SnO2 с размером кристаллитов порядка 10 нм. Использовался CdSe с размером 3.1 нм (длина волны поглощения 560 нм). Изучена фотопроводимость композита “квантовые точки – ультрадисперсная матрица” при возбуждении зеленым светодиодом с длиной волны 550 нм. Показан значительный фотоотклик (изменение проводимости до 10 раз) при изменение мощности подсветки.

Для тестирования прототипа солнечной батареи квантовые точки внедрялись в полупроводниковую матрицу TiO2  двумя способами: высаживание квантовых точек из раствора на подложку и использование химических реагентов с двумя функциональными группами (например, тиокислот HOOC-R-SH) в качестве линкера. Наблюдается модификация вольт-амперных характеристик для образцов, содержащих различное количество квантовых точек. Большие величины тока короткого замыкания и напряжения холостого хода наблюдается в случае образцов с большим содержанием квантовых точек CdSe. При накапывании квантовых точек значения тока короткого замыкания и напряжения холостого хода превосходят аналогичные величины у образцов, полученных выдерживанием подложки в растворе. При возрастании мощности освещения образца происходит монотонное увеличение величины тока короткого замыкания .









